‘O Silizium-pnp-Legierungstransistor SC100

Der Transistor ist ein 5i-pnp-Flichentransistor in der Bauform B 1 (entspricht
TO 5).
Der Einsatz ist vornehmlich fir NF-5chaltung mittlerer Leistung.

Statische Kennwerte (fir i}, = 15 'C —5 grd)

Kollektorreststrome

—lceo = 0,1 A (bei —Uce = 6V)
—lepo = 0,5uA (bei —Ugg = 10V)

Gleichstromverstirkung

—lpg = 40=150pA (bei —Ugg =6V, —lc = 1mA)
—lg = 3= 18mA (bel —Ugg =1V, —lgc = 50 mA)
_UBE = 55‘.‘! o ﬁm mYy {bE'I _UCE - 'ﬁ ‘I’. —|c = 1 mﬁt}
—lUpge = 0% 15V (bei —Ugg = 1V, —lc = 50 mA) Abmessungen

.
F o
Restspannung

_UCEG | = 1.1"!" :bel |E = mmﬁ"l LY.
—Ucgae < 04V (bei —lc = S0mA, —lg = 25 mA) e ]

Grenzfrequenz in Basisschaltung |

faz s = 2.3 = 0,8 MHz (bei —Uca = 6 ¥, —lc = 1 mA)

Vierpalwerte in Emitterschaltung - -
(bei —Urg = &V, —lg = 1 mA, fy = 1 kHz) Masse ca. 1 g
hpe = 22> B
hi1e = 0.8 > 0,2 ki
hizge = 6 1078 =1 101
heze = 100 = 10 uS

Basisbahnwiderstand

ryp = 60 = 2541 (bei —Ucg = 6V, —lc =1 mA,
frg = 5 MHz)

Kollektorkapazitat

Cc = 60 = 20 pF (bei —Ucg = 6V, —lc = 1mA, fy = 5MHz)

Schaltzeitkonstanten (bei Ucge: = 6 V. legg = 50 mA)

13 = 06us
32=>=141 (L8

Rauschiaktor

F=6< 15dB (bei —Ucg = 1V, —l¢c = 0,5 mA, i = 1,2 kHz)
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hz als Funktion von i%:
({bei —Ucg =6V, —lc = 1 mA)
Grenzwerte (fir i}, = 45 “C) —Uee =10V
Uge = 10V
—|c = 50 mA

Bestellbezeichnung flr einen Transistor: Transistor SC 100
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has als Funktion von i:
{bei —Ugg =6V, —lc =1 maA)

—1, = 200 mA P. = 250 mW
lg = 80 mA § =150°C
le = 300 mA B, = —d0...+ 125°C



